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Verfahren zum Herstellen von Hybrid-Disks und Hybrid-Disk 

Die vorliegende Erfindung betrifft Verfahren zum Herstellen von 
Hybrid-Disks, mit einem ersten, bei gegebenem Spektralband 
transparent en Substrat sowie, dahinter, einem in besagtem Band 
5 halbdurchlassigen Schicht system, weiter, wiederum dahinter, ei- 
nem weiteren, in besagtem Band transparenten Substrat und 
schliesslich, wiederum dahinter, einem Ref lexionsschicht system. 

In Fig. 1 ist schematisch der ubliche Aufbau einer Hybrid-Disk, 
auch als Super Audio CD bekannt, dargestellt. Die Disk weist 

10 ein erstes, transparentes Substrat 1 auf, dessen eine Flache A x 
aussen gegen Umgebungsatmosphare liegt. An seiner zweiten, in- 
nenliegenden Flache A 1/2 ist ein halbdurchlassiges Schichtsystem 
2 vorgesehen, welches wiederum mit seiner innenliegenden Flache 
A2 /3 an einer Klebstof f schicht 3 anliegt . Die Innenflache A 3/5 

15 der Klebstof f schicht liegt an einem weiteren, transparenten 

Substrat 5 an, dessen innenliegende Flache A 5/6 an einem Refle- 
xionsschichtsystem 6 anliegt. Letztere ist ublicherweise gegen- 
uber Umgebungsatmosphare durch eine Schutzschicht 8, z.B. eine 
Schutzlackschicht , geschiitzt . 

20 Im Bereich der Flache A 1/2 ist ein Inf ormat ions - Pragemus ter vor- 
gesehen, ein zweites im Bereich der Flache A s/6 . Laserlicht L 
innerhalb eines vorgegebenen Spektralbandes , ublicherweise im 
Bereiche zwischen 600 nm und 800 nm, insbesondere zwischen 630 
nm und 780 nm, wird, zum Auslesen der Information, auf die 

25 Disk, wie in Fig. 1 schematisch dargestellt, auf gebracht . Die 
erwahnte Information wird einerseits aus dem ref lektierten 
Teilstrahl von der halbdurchlassigen Schicht 2 ausgelesen, an- 
derseits an dem vom Ref lexionsschichtsystem ref lektierten Teil- 
strahl. Entweder wird ein einziger Laserstrahl zum Auslesen der 
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gesamten Information eingesetzt , welcher dann an der halbdurch- 
lassigen Schicht 2 geteilt wird, ,oder es werden zwei vers.chie- 
dene Laserstrahlen eingesetzt mit im, genannten Spektralband 
spezifischen Wellenlangen . 

5 Wesentlich im Rahmen der vorliegenden Erf indung ist der struk- 
turelle Aufbau derartiger Hybrid-Disks, und nicht die Informa- 
tionsauslese- oder -auf bringe-Technik, beide sind bekannt . 

Ersichtlich ist, im ; Rahmen der vorliegenden Erf indung wesent- 
lich, das s der Schichtungs -Aufbau der Disk asymmetrisch ist, 
10 wahrend einerseits die Substratf lache A t an Umgebungsatmosphare 
liegt, liegt anderseits ein Schichtsystem, sei dies eine 
Schutzschicht 8, sei dies das Ref lexionsschichtsystem 6, an Um- 
gebungsatmosphare • 

Substratmaterialien, welche fur. die erwahnten Disks eingesetzt 
15 werden, wie beispielsweise Polycarbonat , nehmen - unbeschichtet 
- relativ rasch Feuchtigkeit aus der Umgebung auf . Damit ergibt 
sich, wie aus Fig. 1 ohne weiteres ersichtlich und wie mit den 
Pfeilen F angedeutet, eine Ausdehnung des ausseren Substrates 
1, womit sich die Disk bimetallahnlich, gemass Fig. 1, konkav 
20 nach oben biegt . Bei Erniedrigung der Umgebungsluf tf euchtigkeit 
zieht sich das erwahnte Substrat 1 zusammen, die Disk verbiegt 
sich gemass Darstellung von Fig. 1 konkav nach unten. 

Diese Verformung wird durch die sogenannte radiale Deviation 
charakterisiert . Sie ist definiert als Winkelabweichung eines 
25 von der Substratoberf lache A x ref lektierten Strahles und darf 
fur den DVD-Standard (DVD: Digital Video Disks) ±0,8° nicht 
iiberschreiten. Eine Erwarmung auf 30° bei einer relativen Luft- 
f euchtigkeit von 95 % bewirkt aber eine Anderung der radialen 
Deviation von rund 1,2°. 
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' Grundsatzlich ist es bekarint> ; Substrate von Speicherscheiben 
gegen Feuchtigkeit mitt el's 5 einer Feuchtigkeitsschutzschicht zu 
schiitzen. Dabei werden aber Beschichtungsverf ahren zum Aufbrin- 
gen dieser Feuchtigkeitsschutzschicht eingesetzt, welche nicht 
5 in den Produktionstakt von Hybrid-Disks passen, da sie z.B. 
Schutzlackierung ersetzen oder Vakuurabeschichtungstechniken, 
die sich grundsatzlich - insbesondere auch, was Beschichtungs- 
zeiten anbelangt - von denjenigen unterscheiden, die zum Able- 
gender ubrigen Schichtsysteme an der Hybrid-Disk eingesetzt 
10 werden. Wir unterscheiden folgende TyP^ n von Vakuumbeschich- 
tungsverf ahren: -\ v 

- Sputtern, dabei reaktives oder nicht -reaktives mit alien be- 
kannten elektrischen Speisungstechniken, namlich DC-Speisung, 
AC+DC-Speisung, AC-Speisung bzw. gepulste DC-Speisung, je- 

15 weils magnetf eldunterstiitzt oder nicht. . 

- Arcverdampf en durch Ausnutzung einer Niederspannungs- 
Hochstrombogenentladung, durch welche Targetmaterial am wan- 
dernden Fusspunkt auf geschmolzen wird (Arc Evaporation) ," wie- 
derum reaktiv oder nicht-reaktiv, Magnetf eld-beeinf lusst oder 

2 0 nicht. 

- Thermisches Verdampfen, wie Elektronenstrahlverdampf en, reak- 
tiv oder nicht-reaktiv. .* 

- CVD-Verf ahren, bei denen Material ohne Plasmaunterstutzung 
aus der Gasphase abgeschieden wird ^ 

25 - Plasmapolymerisation. 

PECVD-Verf ahren werden grundsatzlich Mischverf ahren .g.enannt, 
bei welchen/ wie beispielsweise beim reaktiven Sputtern, plas- 
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maunterstutzt Beschichtungsmaterial aus der Gasphase abgeschie- 
den wird. * 

Wenn im Rahmen der vorliegenden Beschreibung von gleichen Typen 
von Vakuumbeschichtungsverf ahren gesprochen wird, so sind obge- 
5 nannte Typen gemeint . 

Es ist unter einem ersten Aspekt der vorliegenden Erf indung 
Aufgabe, ein Verf ahren eingangs genannter Art zu schaffen, wel- 
ches sich einfach in bestehende Fertigungszyklen fur Hybrid- 
Disks integrieren lasst. 

10 Beim Verf ahren eingangs genannter Art, bei dem man das halb- 
durchlassige Schichtsystem sowie das Ref lexionsschichtsystem 
mit einem Vakuumbeschichtungsverf ahren gleichen Typs ablegt, 
wird diese erste Aufgabe erf indungsgemass dadurch gelost, dass 
man uber dem ersten Substrat eine im erwahnten Spektralband, 

15 also insbesondere im Spektralband von 600 . nm . bis 80Q-nm, trans- 
parente Feuchtigkeitsschutzschicht mit einem Vakuumbeschich- 
tungsverf ahren ablegt, welches wiederum gleichen Typs ist. 

Berucksichtigt man namlich, dass die Hybrid-Disks in einer In- 
line-Abfolge von Beschichtungszyklen - wie fur. das Ablegen des 
20 halbdurchlassigen Schichtsystems und des Ref lexionsschicht- 

systmes - gefertigt werden, so ist ersichtlich, dass man sowohl 
bezuglich Anlagenkonf iguration wie auch beziiglich Takt- 
Steuerung wesentliche Vorteile erwirkt, wenn wie vorgeschlagen 
vorgegangen wird. { 

25 Im weiteren werden gemass vorbekannten Techniken Feuchtigkeits- 
schutzschichten auf Speicherscheiben durch Verf ahren abgelegt, 
welche z.B. mehrere Behandlungsschritte erf ordern, welche sich 
relativ schwierig automatisieren und relativ schwierig beherr- 
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schen lassen, wie bexspielsweise* durch Warmebehandlung, , dann 
Fliissigbeschichtung, spin coating etc. oder z.B. mittels , Plas- 
mavorbehandlung , Beschichten, dann Warmebehandeln, nur als Bei- 
spiele erwahnt . 

5 Unter einem zweiten Aspekt stellt sich somit. die vorliegende 
Erfindung zur Aufgabe, ein Verfahren eingangs genannter Art zu 
schaffen, bei welchem die erwahnten f euchtigkeitsbedingten Pro- 
bleme, Verbiegung der Disk, hochef f izient ", relativ einfach au- 
tomat isier- und beherrschbar gelost werden. 

10 Hierzu zeichnet sich das eingangs genannte Verfahren dadurch 
aus, dass man iiber dem ersten, transparenten Substrat eine im 
genannten Spektralband transparente Feuchtigkeitsschutzschicht 
durch Sputtern auf bringt . 

Unter einem dritteh Aspekt der vorliegenden Erfindung stellt 
1'5 : sie sich zur Aufgabfe, die erwahnten . f euchtigkeitsbedingten Ver- 
biegungsprobleme so eff izient wie nur moglich zu • losen.^ 

Dies wird beim eingangs genannten Verfahren dadurch gelost, 
' dass man iiber dem* transparenten Substrat eine, Feuchtigkeits- 
schutzschicht aus unterstochiometrischem Siliziumoxid ablegt . 

2 0 Bevorzugterweise werden mindestens zwei der genannten Losungen, 
also 

- Einsatz eines bereits fur das Disk-Herstellungsverf ahren ein- 
gesetzten Beschichtungsverf ahrens , . • \ 

- Ablegen einer Feuchtigkeitsschutzschicht durch Sputtern, 

25 - Ablegen einer Feuchtigkeitsschutzschicht aus unterstochiome- 
trischem Siliziumoxid, 
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mindestens paarweise kombiniert eingesetzt oder, in Kombinati- 
on, alle drei Aspekte . 

Urn zu verhindern, dass durch Aufbringen der erwahnten Feuchtig- 
keitsschutzschicht auf die Substratf lache A x gemass Fig, 1 nam- 
5 hafte Lasersignal-Verluste durch Reflexion an der Substrat- 

Vorderseite in Kauf zu nehmen sind, wird weiter vorgeschlagen, 
dass man den Brechungs index des Materials der Feuchtigkeits- 
schutzschicht hochstens gleich dem Brechungs index des Materials 
des ersten, transparenten Substrates wahlt, dabei insbesondere 
10 den erwahnten Brechungs index n im Bereiche 

1,47 < n < 1,7, 
dabei bevorzugt im Bereich 

1,5 < n < 1,6, 
insbesondere bevorzugt 

15 n < 1,57 

wahlt, unter Berucksichtigung herkommlicher Substratmateriali- 
en, wie beispielsweise von Polycarbonat mit einem Brechungsin- 
dex n s = 1 , 57 . 

Urn im weiteren die durch Auf bringen der Feuchtigkeitsschutz- 
2 0 schicht entstehenden Absorptionsverluste zu minimalisieren, 

wird vorgeschlagen, als Material der Feuchtigkeitsschutzschicht 
ein Material mit einer Extinktionskonstanten k zu wahleri, fur 
welche gilt: 

10" 4 < k < 5 . x - lp" 3 , 

2 5 dabei bevorzugt 
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k < 10" 3 . ; '" " ' * * - " 

Wird die Feuchtigkeitsschutzschicht durch Sputtern abgelegt, so 
bevorzugterweise durch reaktives Sputtern eines Siliziumtargets 
in Sauerstoff enthaltendet Atniosphare . 

5 Bei bevorzugtem Ablegen der Feuchtigkeitsschutzschicht aus un- 
terstochiometrischem Siliziumoxid wird welter bevorzugt yorge- 
schlagen, diese mit einer Dicke yon mindestens 20 nm und, be- 
' vorzugt, von hochstens 50 nm einzusetzen. 

Das Einhalten der erwahnten optischen Konstanten n urid k wird 
10 bei Einsatz von unterstochiometrischem Siliziumoxid als 
Schichtmaterial durch genauen Einhalt einer erwiinschten 
Stochiometrie x/y an der Si x O y -Schicht realisiert , was bevor- 
zugterweise durch Verfolgen des Beschichtungsprozesses mittels 
eines Plasmaemissions-Monitors und/oder durch Messen des Reak- 
15 tivgas-Partialdruckes uberwacht und, mit den entsprechenden 

Messgrdssen als IST-Werte, der Beschichtungsprozess gesteuert 
oder geregelt wird, z.B. durch manuellen oder, bevorzugt, durch 
' > . automatischen Eingrif f beispielsweise auf Entladungsstrom 
und/oder -spannung und/oder Reaktivgasf luss . , 

20 Ein besonders geeignetes Beschichtungsverf ahren des Typs Sput- 
tern ■ ist DC-Sputtern, wie insbespndere. Magnetronsputtern , Auf- 
grund der elektrischen Isolationseigenschaf ten als Feuchtig- 
keitsschutzschicht eingesetzter Materialien, wie bevorzugt und 
insbesondere des unterstochiometrischen Siliziumoxids , sollen, 

25 bei DC-Sputtern, Massnahmen gegen das bekannte sogenannte 

"arcing" getroffen werden, Massnahmen, die verhindern, dass 
aufgrund einer Isolationsbelegung auf dem leitehden Targetmate- 

rial eine elektrische Storf unkenbildung entsteht. Dies wird 

■ , j . .. . - ■ • . • ■ ■ ■ 

insbesondere bei Einsatz des erwahnten unterstochiometrischen 
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Siliziumoxids durch Verwendung eines halbleiterdotierten. Sili- 
ziumtargets gelost und/oder . dadurch, dass zwischen einem die 
Sputterquelle speisenden DC-Generator und der Sputterquelle ein 
intermittierend hochohmig und niederohmig geschalteter Strom- 
5 kreis vorgesehen wird. Beziiglich dieser Technik sei vollumfang- 
lich auf die EP-A-564 789 derselben Anmelderin verwiesen. 

Eine weitere Variante, das erwahnte Arcing zu verhindern, ist, 
die Sputterbeschichtung intermittierend in derselben reaktiven 
Prozessatmosphare ab mindestens zwei vorgesehenen Targets 
10 durchzuf uhren , insbesondere ab konzentrischen Ringtargets . 

Im weiteren ' vereinf acht sich die Feuchtigkeitsschutzschicht- 
Abscheidung dadurch ganz wesentlich, dass die Hybrid-Disk- 
Werkstiicke aiuch beitn diesbezuglichen Beschichtungsverf ahren be- 
zuglich der Beschichtungsquelle stationar gehalten werden kon- 
15 nen. Dies erleichtert ganz wesentlich das Laden und Ent laden 
der Werkstucke an den zugeordneten Beschichtungsprozess-Sta- 
tionen. 

Eine erf indungsgemasse Hybrid-Disk mit einem ersten, in einem 
gegebenen Spektralband transparenten Substrat, dahinter einem 
20 im gegebenen Band halbdurchlassigen Schichtsystem, dahinter ei- 
nem weiteren, im gegebenen Band transparenten Substrat und, 
weiterhin dahinter, einem Ref lexionsschichtsystem, weist zwi- 
schen dem ersten Substrat und Umgebungsatmosphare eine Schicht 
aus unterstochiometrischem Siliziumoxid auf . 

25 Die Erfindung wird anschliessend anhand weiterer Figuren sowie 
eines Beispiels bevorzugter Ausf iihrungsf orm erlautert. 

Die weiteren Figuren zeigen: 
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Fig. 2 in einer Darstelliing analog zu Fig. 1, schematisch ei- 
nen Ausschnitt aus einer - erf indungsgemassen Hybrid- 
• -Disk, r ' . 

Fig. 3 in Abhangigkeit der abgelegten Feuchtigkeitsschutz- 
5 schicht-Dicke, die resultierende radiale Deviation an 

einer Hybrid-Disk bei Schutzschicht aus stochiometri- 
schem Siliziumdioxid (a) bzw. unterstochiometrischem 
Siliziumoxid (b) . . .■ 

In Fig. 2 ist der Ausschnitt einer Hybrid-Disk gemass Fig. 1 
10 mit denselben Bezugszeichen dargestellt, weiterentwickelt aber 
gemass vorliegender Eirfiridung. Uber der Flache A x des ersten 
Substrates 1 ist erf indungsgemass , und wie einleitend bereits 
ausfuhrlich beschrieben wurde, die erf indungsgemass- abgelegte 
bzwV aus erf indungsgemassem Material bestehende Feuchtigkeits- 
15 schutzschicht 10 ; vorgesehen. Es eriibrigt sich an dieser Stelle, 
und aufgrund der bereits einleitend. gegebenen Erlauterungen zur 
vorliegenden Erfindung, diese mit Blick auf Fig. 2 zu wiederho- 
len. 

Es wurden Hybrid-Disks aus zwei Substraten 1 . bzw. 5 gemass? Fig. 
20 2 von je 07 6" trim Dicke mit dem halbdurchlassigen Schichtsystem 2 

lind dem Ref lexionsschichtsystem 6 beschichtet und - 3 - r ver- 
'klebt. Die Flache- A x wurde, mit unterschiedlichen Schichtdik- 

keri, mit stochiometrischem;. SiQ 2 , bz.w ? unterstochiometrischem 

SiO x mit x < 2 beschichtet. Die Schichten wurden mittels reak- 
25 tivem DC-Sputtern - Magnetronsputtern - ab metallischem Silizi- 

um in Sauerstoff enthaltender Atmosphare auf gebracht . An einer 

handelsiiblichen Anlage SDS131 der Anmelderin wurden folgende 

Prozessbedingungen eingestellt : . 
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Sputterleistung: 3 ,kW. 

Argonfluss: 30 seem 

Reaktivgas: 0 2 , mit zwischen 45 seem fiirunter- 

stochiometrische Schichten und 50 
seem fur stochiometrische Schichten 
eingestelltem Fluss ". 

Es wurde eine Magnetronsputterquelle ARQ131 der Anmelderin, mit 
bewegtem Magnetsystem, eingesetzt, zur Erzielung .eines mog- 
lichst regelmassigen Targe tabt rage s . 

Zur Vermeidung des oben beschriebenen Arcings wurde zwischen 
einem DC-Generator zur Magnetronspeisung und den Magnetron- 
Quellenahschlussen ein intermittierend hoch- und niederohmig 
geschalteter Stromkreis bzw,. Parallelchopper eingesetzt. 

Es ergab sich eine Beschichtungsrate von 8,7 nm/sec . , was fur 
die bevorzugt eingesetzten Schichtdicken von 20 bis 50 nm eine 
Beschichtungszeit von ca. 2,5 bis ca. 6 sec . ..ergibt . Es resul- 
tierten Schichten mit 

n = 1,65; k = 0,002 fur unterstochiometrisches Sili- 
ziumoxid bzw. 

n = 1,47; 'k. « 0/0002 fur stochiometrisches Silizium- 
dioxid. 

Anschliessend wurden die beschichteten Hybrid-Disks einem Kli- 
matest unterzogen : 

Von einem Anf angszustand entsprechend 20°C Umgebungstemperatur 
und ca. 40 % rel . Luf tf euchtigkeit wurden die Hybrid-Disks wah- 

P14886CH PR9903 14 . 05 . 99 
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rend 24 h bei einer Umgebungst4mperatur von 50°C urid einer rel. 
Luf tfeuchtigkeit von ca. 95 % gelagert. 

c 

In Fig. 3 sind die Testresultate zusammengestellt . Es ist ohne 
weiteres ersichtlich, dass, ahnlich Hybrid-Disks iiberhaupt ohne 
5 Feuchtigkeitsschutzbeschichtung, Hybrid-Disks mit einer 

stochiometrischen Si0 2 -Beschichtung sich aufgrund der Versuchs- 
bedingungen und aufgrund von Wasserauf nahme urn 1 7 5 bis 2° ra- 
didler Deviation verbiegen; Bei Hybrid^Disks , welche mit un- 
terstochiometrischem Siliziumoxid beschichtBt- wurden, ergab 
10 sich eine ausserst relevante Reduktion dieser :radialen Deviati- 
on, abhangig von der Schichtdicke, bis urn einen Faktor von mehr 
als 3 . 

-Es zeigt sich weiter, dass das weitaus bevorzugte Beschich- 
tungsmaterial 1 , namlich unterstochiometrisches Siliziumoxid, 
15. noch weitere wesentliche Vorteile mit sich bringt : 

Bei Temperaturanderungen dehnen sich die Hybrid-Disks „■ und ins- 
: besondere die Substrate 1 und 5, damit auch Substrat 1 gemass 
Fig. 2, aus . So ist der thermische Ausdehnungskoef f izient von 
Polycarbonat a als ein ublicherweise als Substrat eingesetztes 

20 Material 65 x 10" 6 /K. Die in der Feuchtigkeitsschutzschicht re- 
sultierenden Spannungen sind proportional zum Elastizitatsmodul 
' E des Schichtmaterials. Stochiometrisches Siliziumdioxid weist ; 
einen E-Modul von rund 3 0 bis 100 Gpa auf, der E-Modul von Po- 
lycarbonat ist 2 bis 2,5 Gpa. Das stochiometrische Siliziumdi- 

25 oxid ist sehr sprode und bildet leicht Risse, durch welche, 
schichtmaterialunabhangig, Feuchtigkeit zum Substrat durch- 
dringt . ■ • ;•■ > . .. 

Unterstochiometrisches Siliziumoxid hat bedeutend bessere me- 
chanische Eigenschaf ten, d.h. einen wesentlich kleineren Ela- 
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stizitatsmodul E und eine wesentlich hohere Bruchdehnung, ver- 
glichen mit stochiometrischem. Siliziumdioxid. Das erwahnte be- 
vorzugte Material lasst sich, wie gezeigt wurde, einfach durch 
reaktives Sputtern von Siliziumtargets mit hoher Abscheiderate 
5 ablegen. Mit Hilfe uberwachter Prozessf uhrung wird dabei die 
Stochiometrie so gestellt, dass der Brechungs index des unters- 
tochiometrischen Siliziumoxids im geforderten Bereich liegt. 
Dabei ist in diesem Spektralbereich das unterstochiometrische 
Siliziumoxid, welches bezuglich Brechungs index, die genannten 
10 Anf orderungen -erf iillt , auch praktisch absorptionsf rei . - ; 

Weil im Unterschied zum stochiometrischen Siliziumdioxid das 
unterstochiometrische Siliziumoxid wesentlich weniger zu Riss- 
bildung neigt, bildet es eine praktisch wasserundurchlassige , 
effiziente Schutzbarriere auf dem Substrat, und zwar insbeson- 

15 dere ab den minimal angegebenen Schichtdicken von 20 nm. Die 
zum Ablegen hierzu erf orderlichen Sputterzeiten von 2,5 bis 6 
sec. liegeh gut ihnerhalb des Zeitf ensters , welches fur Sput- 
terbeschiehten sbwohl des Ref lexionsschichtsystems wie auch des 
halbdurchlassigen Schichtsystems erf orderlich sind. Dabei ist 

20 insbesondere zu betonen, dass das halbdurchlassige Schichtsy- 
stem bevorzugt durch reaktives Siliziumsputtern abgelegt wird # 
womit es sogar moglich ist, an ein und derselben Sputterstation 
beide Beschichtungen, namlich halbdurchlassiges Schichtsystem 
und Feuchtigkeitsschutzschicht vorzunehmen. 

25 Weil im weiteren die optischen und mechanischen Eigenschaf ten 
der Feuchtigkeitsschutzschicht, insbesondere bei bevorzugtem 
Einsatz von unterstochiometrischem Siliziumoxid, stark vom ex- 
akten Einhalten eines erwiinschten Stochiometrieverhaltnisses 
abhangen, ist es - wie erwahnt wurde - angezeigt, den Beschich- 

3 0 tungsprozess zu iiberwachen. Dies kann mittels eines Plasmaemis- 
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sioris-Monitors/ z;B; < durch Messung des Intensitatsverhaltnisses 
von Sauerstoff- und - Argon-Plasmaemissionslinien, oder durch 
Messung von Farbveranderungen des Plasmas erfolgen, oder durch 
Uberwachung des Reaktivgaspartialdruckes mittels Massenspektro- 
5 meter, und In-situ-Regelung des Prozesses durch Stelleingrif f 
insbesondere auf den Reaktivgasf luss , ggf . auf die elektrischen 
Entladungsparameter . 1st die Konstanz eingestellter Prozesspa- 
' rameter wahrend einer ausreichend langen Zeit gewahrleistet , so 
karih ein Wegdriften dieser Parameter und dabei Wegdriften ein- 
10 gestellter Stochiometrieverhaltnisse auch, durch Messung vom 
Brechungs index an gefertigten Feuchtigkeitsschutzschichten, 
beispielsweise mittels Eliipsometer und/bder Absorptionsmes- 
sung, nach der Beschichtung erfolgen, mit entsprechendem Kor- 
rektureingrif f auf den Prozess . 

15 Durch das erf indungsgemasse Vorgehen wird einerseits die Ferti- 
gungszeit von Hybrid-Disks nicht oder nur unraassgeblich verlan- 
gert, der erf indungsgemass bevorzugte Beschichtungsprozess ist 
ohne weiteres automat isierbar , . leicht beherrschbar und inte- 
griert sich ausgezeichnet in, die . Beschichtungsverf ahren r; die 

20 ohnehin bei der Hybrid-Disk-Herstellung bevorzugt eingesetzt 
werden. Insbesondere durch. Einsatz von unterstochiometrischem 
Siliziumoxid als Feuchtigkeitsschutzschichtmaterial werden die 
Spezif ikationen fur die radiale Deviation derartiger- Disks ohne 
weiteres eingehalten. Im weiteren kann 4as bevorzugt eingesetz- 

25 te Material durch Einsatz ungiftiger, preiswerter Rohstoffe 

realisiert werden, namlich von Silizium und Sauerstoff. Betont 
sei aber, dass insbesondere dann, wenn fur das Ablegen anderer 
Schichtsysteme an Hybrid-Disks, ndmlich des halbdurchlassigen 
Schichtsystems und des Ref lexionsschichtsystems , andere Verfah- 

30 renstypen als Sputtern eingesetzt werden, z.B. CVD oder Plasma- 
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polymerisation, im Rahmen der vorliegenden Er^findung auch zura 
Ablegen der Feuchtigkeitsschutzschicht , nicht langer Sputtern, 
sondern - wie erwahnt wurde - der erwahnte Beschichtungsverfah 
renstyp bevorzugt eingesetzt wird. 
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Patentanspruche : ~ - - 

1 Verfahren zum Herstellen von Hybrid-Disks mit : 

- einem ersten, in einem gegebenen Spektralband transparenten 
Substrat (1) , 

- dahinter, einem im gegebenen Band halbdurchlassigen Schicht - 
system (2) , 

- dahinter, einem weiteren, im gegebenen Band transparenten 
Substrat (5) , 

- dahinter, einem Ref lexionsschicht system (6) , 

bei dem man das halbdurchlassige Schicht system (2) sowie das 
Ref lexionsschicht system (6) mit einem Vakuumbe schicht ungs ver- 
fahren gleichen Typs ablegt, 

dadurch gekennzeichnet , dass man uber dem ersten Substrat eine 
im gegebenen Spektralband transparente Feuchtigkeits- 
Schutzschicht mit einem Vakuumbe schicht ungsverf ahren wiederum 
gleichen Typs ablegt . 

2. Verfahren zum Herstellen von Hybrid-Disks mit: 

- einem ersten, in einem gegebenen Spektralband transparenten 
Substrat (1) , 

- dahinter, einem im genannten Band halbdurchlassigen Schicht - 
system (2) , 

- dahinter, einem weiteren, im genannten Band transparenten 
Substrat (5), 

- dahinter, einem Ref lexionsschichtsystem (6), 
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dadurch gekennzeichnet , dass man \iber dem ersten, transparenten 
Substrat eine im genannten Spektralband transparente Feuchtig- 
keits-Schutzschicht durch Sputtern auf bringt . 

3. Verfahren zum Herstellen von Hybrid-Disks mit : . 

- einem ersten, in einem gegebenen Spektralband transparenten 
Substrat (1) , 

- dahinter, einem im genannten Band halbdurchlassigen Schicht- 
system (2) , 

- dahinter, einem weiteren, im genannten Band transparenten 
Substrat (5) , 

- dahinter, einem Ref lexionsschichtsystem (6) , 

dadurch gekennzeichnet , dass man uber dem ersten, transparenten 
Substrat (1) eine Schutzschicht aus unterstochiometrischem Si- 
liziumoxid ablegt . 

A. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
man als Typ des Vakuumbeschichtungsverf ahrens Sputtern wahlt . 

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
man als Schutzschicht eine Schicht aus unterstochiometrischem 
Siliziumoxid ablegt. 

6. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
man durch Sputtern eine Schutzschicht aus unterstochiometri- 
schem Siliziumoxid ablegt. 

7.. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
man als Typ des Vakuumbeschichtungsverf ahrens Sputtern wahlt 
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und eine Schutzschicht :aus. unterstochiometrischem Siliziumoxid 
ablegt. k \ - Lr-ijs i > .j . 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch ge- 
kennzeichriet, dass man den Br echungs index des Materials der 
Feuchtigkeits -Schutzschicht hochstens gleich dem Brechungs index 
des Materials des ersten, transparenten Substrates (1) wahlt . 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass beziiglich dem Brechungs index n des Feuchtig- 
keits-Schutzschicht -Materials folgendes gewahlt wird: 

1,47 < n < 1,7, 

bevorzugt 1,5 < n < 1,6, 

£ insbesondere bevorzugt n < 1,57. 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch- ge- 
kennzeichnet , dass fur die Extinktionskonstante k des Feuchtig- 
k^itsschutzschicht-Materials gewahlt wird: 

10" 4 < k < 5 x 10" 3 '" : 

bevorzugt k < 10" . 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass man die Feuchtigkeitsschutzschicht durch re- 
aktives Sputtern eines Siliziumtargets in Sauerstof f enthalten- 
der Atmosphare ablegt. 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 11, gekennzeich- 
net durch Ablegen einer uhterstochiometrischen Siliziumoxid- 
schicht als FeuchtigkeitsschutzscKicht J mit einer Schichtdicke 
von mindestens 20 nm und, bevorzugt, von hochstens 50 nm. 

P14886CH PR9903 14.05.99 . . 
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13. Verfahren nach einem der Anspruche.l bis 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass man, als Feuchtigkeitsschutzschicht , unter- 
stochiometrisches Siliziumoxid durch reaktives Sputtern ablegt 
und dabei die Stochiometrie der abgelegten Schicht mittels ei- 

5 nes Plasmaemissionsmonitors und/oder durch Messen des Reaktiv- 
gaspartialdruckes uberwacht und steuert oder regelt . 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 13, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass man, als Feuchtigkeitsschutzschicht , durch 
reaktives DC-Sputtern eine unterstochiometrische Siliziumoxid- 

10 schicht ablegt und dabei entweder ein Halbleiter-dotiertes Si- 
liziumtarget einsetzt und/oder intermit tierend zwischen einem 
DC-Speisegerat fur die Sputterqueile und dessen Anschlusse an 
die Sputterqueile einen XJberbruckungs-Strompf ad intermittierend 
niederohmig und hochohmig schaltet . 

15 15, Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 14, dadurch ge- 
kennzeichnet , dass man die Feuchtigkeitsschutzschicht durch 
Sputtern - bevorzugt durch reaktives Sputtern - ablegt, dabei 
durch DC-, AC- oder AC+DC- Sputtern oder mittels gepulstem DC- 
Sputtern. 

20 16. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 15, dadurch ge- 

kennzeichnet , dass man die Feuchtigkeitsschutzschicht durch re- 
aktives Sputtern ablegt und dabei intermittierend mindestens 
zwei Targets einsetzt. 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 16, dadurch ge- 
25 kennzeichnet , dass man die Feuchtigkeitsschutzschicht durch 

Sputtern ablegt und dabei das Substrat beziiglich der Sputter- 
queile stationar halt. 

18. Hybrid-Disk mit 
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- einem ersten, in einenr gegebenem Spektralband transparenten 
Substrat (1) , v * \ . > 

- .dahinter, einem im gegebenen Band halbdurchlassigen Schicht- 
system (2) . 

5 - dahinter, einem weiteren, im gegebenen Band transparenten 
Substrat (5) , 

- dahinter, einem Ref lexionsschichtsystem (6) , 

dadurch gekennzeichnet , dass zwischen dem ersten, transparenten 
Substrat und Umgebungsatmosphare eine Feuchtigkeitsschutz- 
10 schicht aus unterstochiometrischem Siliziumoxid vorgesehen ist . 
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